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28.MBEによるGaAs段差基板上のInGaAs/AIAs歪量子井戸構造

山 川 智

近年､ (111)A面 を斜 面 と して もつ 段 差 基 板 (図

1)上 の ⅠⅠ卜 V化 合 物半 導体 の M BE成 長 が量子 細

線 や量 子箱等 の低 次 元 微細 構造 を作 製 す る方法 の

ひ とつ として注 目 を集 め てお り､ 多 くの 研 究 グル

ー プに よ りその斜 面 上 の特 性 が 調 べ られ て い る｡

しか し､ これ まで に斜 面上 の lnGaAs系 の ヘ テ ロ哨

道 の特 性 につ いて 報告 され た例 は な い｡

そ こで､ 本 研究 で は段 差 基板 上 に井戸 帽 ((1001

面 上 )が 61.92,183人の In..Gal...:As/AIAs歪 忠子 井

戸 構 造 (x=0.155)を基板 温 度 560℃ で成長 し､

‖OO)面部分 と (111)A斜 面部 分で光 学 的･評価 を行 っ

た｡ 図 2に PLの 測定 結 果 を示 す｡ (a)は (100)面

か らの 発光スペ ク トル を (b)は斜 面 か らの 発光 スペ

ク トル を示 してい る｡ こ こで Fl.FZ.F3;Sl.S2.S3

はそれ ぞれ (100)面 と斜 面 の量 子 井 戸 か らの 発光

ス ペ ク トルで井戸 幅 の小 さい方 か ら 1.2.3とい う様

に対応 してい る｡ (a).(b)を比較 して重 要 な こ とは

Fl.F2に対応 す るSl.SZの遷 移 エ ネ ル ギー はFl.F2の

退 移 エ ネ ルギ ー よ り高 エ ネ ル ギー側 に シ フ トして

い るの に対 して､ S3の遷移 エ ネ ル ギー はF3よ り低

エ ネ ル ギー側 に シ フ トして い る こ とで あ る｡
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何 が 原尚で この 遷 移 エ ネ ルギー の 逆 転 が お こるの か調 べ る ため に息 子 準 位 の計

算 を行 った結 果､ 半額 体 の 圧 電 性 に起 因 す る もので (日日Aの よ うに極 性 を もつ結

晶 面 で は歪 に よ り大 きな内部電 場 が生 じて い る ことがわ か った｡ また この ことは

(100)面 と斜面 の貴 子 準 位 の 差 を利 用 して キ ャ リアを (100)面 あ る いは斜面 に横方

向 に閉 じ込 め る こ とが可能 であ る こ とを示 唆 してい る｡
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